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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成24年3月29日(2012.3.29)

【公開番号】特開2009-95669(P2009-95669A)
【公開日】平成21年5月7日(2009.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2009-018
【出願番号】特願2008-264824(P2008-264824)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   8/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   8/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月3日(2012.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横列及び縦列を形成しており、中央横列（２０６）と、該中央横列（２０６）の相対向
する辺に沿って配置された少なくとも第一及び第二の外側横列（２０８、２１０）とを含
んでいる素子（１０４）のアレイ（２００）と、
　前記素子（１０４）の少なくとも部分を超音波システム（１００）に接続するように構
成されているトランスデューサ・ケーブル（１２０）の内部のワイヤ（２５２）と、
　前記中央横列（２０６）の第一の部分（２１２）の内部の前記素子（１０４）の各々を
前記ワイヤ（２５２）の１本に電気的に接続する第一の組の線（２１８）であって、前記
第一の部分（２１２）は、前記中央横列（２０６）の内部の総数未満の前記素子（１０４
）を含んでいる、第一の組の線（２１８）と、
　前記第一及び第二の外側横列（２０８、２１０）の内部の前記素子（１０４）のうち少
なくとも同じ縦列に位置する部分を電気的に接続し、さらに前記中央横列（２０６）の第
二の部分（２１４）の内部の前記素子（１０４）を、前記中央横列（２０６）の第二の部
分（２１４）の内部の前記素子（１０４）と同じ縦列の前記第一及び第二の外側横列に位
置する前記素子（１０４）に電気的に接続する第二の組の線（２５０）であって、当該第
二の組の線（２５０）の内部の線の各々が前記ワイヤ（２５２）の１本に接続される、第
二の組の線（２５０）と
を備えた超音波トランスデューサ（１０６）。
【請求項２】
　前記第一及び第二の組の線（２１８、２５０）に接続されているマルチプレクサ（２７
６）と、
　前記トランスデューサ・ケーブル（１２０）の内部で前記マルチプレクサ（２７６）と
前記超音波システム（１００）とを接続するように構成されているマルチプレクサ制御線
（２７８）であって、前記マルチプレクサ（２７６）は、当該マルチプレクサ制御線（２
７８）から受信された信号に基づいて前記中央横列（２０６）に沿って前記第一の部分（
２１２）の位置を選択するように構成されている、マルチプレクサ制御線（２７８）と
をさらに含んでいる請求項１に記載のトランスデューサ（１０６）。
【請求項３】
　前記第一及び第二の組の線（２１８、２５０）に接続されているマルチプレクサ（２７
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６）と、
　前記トランスデューサ・ケーブル（１２０）の内部で前記マルチプレクサ（２７６）と
前記超音波システム（１００）とを接続するように構成されているマルチプレクサ制御線
（２７８）であって、前記マルチプレクサ（２７６）は、当該マルチプレクサ制御線（２
７８）から受信された信号に基づいて前記第一の部分（２１２）の内部の一定個数の素子
（１０４）を選択するように構成されている、マルチプレクサ制御線（２７８）と
をさらに含んでいる請求項１に記載のトランスデューサ（１０６）。
【請求項４】
　予め決定された仰角で前記素子（１０４）のアレイ（２００）を予備集束させるように
構成されているレンズをさらに含んでいる請求項１に記載のトランスデューサ（１０６）
。
【請求項５】
　前記中央横列（２０６）の内部の前記素子（１０４）は、前記第一及び第二の外側横列
（２０８、２１０）の内部の素子（１０４）よりも大きい、請求項１に記載のトランスデ
ューサ（１０６）。
【請求項６】
　前記第一及び第二の外側横列（２０８、２１０）の外側エッジに沿ってそれぞれ配置さ
れている第三及び第四の外側横列（３０８、３１０）と、
　該第三及び第四の外側横列（３０８、３１０）の内部の前記素子（１０４）のうち少な
くとも同じ縦列に位置する部分を電気的に接続する第三の組の線であって、当該第三の組
の線の内部の線の各々が前記ワイヤ（２５２）の１本に接続されている、第三の組の線と
をさらに含んでいる請求項１に記載のトランスデューサ（１０６）。
【請求項７】
　アレイ（２００）の第一の次元（２０２）において個数Ｋの素子（１０４）を画定する
ステップと、
　前記アレイ（２００）の第二の次元（２０４）において少なくとも３である列数の横列
を画定するステップと、
　前記素子（１０４）の第一の部分（２１２）を１．５次元（１．５Ｄ）アレイ構成とし
て接続するステップと、
　同時に、前記素子（１０４）の第二の部分（２１４）を一次元（１Ｄ）アレイ構成とし
て接続するステップと
を備えた超音波トランスデューサ（１０６）を形成して用いる方法。
【請求項８】
　前記第一の部分（２１２）は、前記第一の次元（２０２）のＫ／３個の素子（１０４）
及び前記第一の次元（２０２）のＮ／３個の素子（１０４）の一方を含んでおり、ＮはＫ
よりも小さい、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記１Ｄ及び１．５Ｄのアレイ構成に基づいて、前記素子（１０４）の少なくとも１個
に関連する少なくとも１個のビームフォーマ・パラメータを調節するステップをさらに含
んでいる請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１Ｄ及び１．５Ｄのアレイ構成に基づいて、ビームフォーマ・ゲイン、ビームフォ
ーマ遅延及びビームフォーマ送信電圧振幅の少なくとも一つを調節するステップをさらに
含んでいる請求項７に記載の方法。
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